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1. Одержання і властивості легованих епітаксійних шарів CdXHg1-XTe

2. Preparation and properties of doped epitaxial layers CdXHg1-XTe

Реферат:
1. Робота присвячена дослідженню механізмів дифузії і активації акцепторної домішки As або Sb у варізонних
структурах CdXHg1-XTe при парофазній епітаксії та термічному відпалі. Визначено коефіцієнти дифузії As у
вузькощілинному CdXHg1-XTe при температурах відпалу вище 500°С та встановлено їх концентраційну
залежність. Показано можливість дифузії As у CdXHg1-XTe шляхом утворення тризарядових акцепторних
комплексів (AsHgVHg)///. Проаналізовано координатні залежності концентрації As у варізонних структурах
CdXHg1-XTe і показано, що форма дифузійних профілів домішки зумовлена існуванням у цих структурах
внутрішнього електричного поля. Наведено приклади створення фотовольтаїчних приймачів ІЧ
випромінювання на основі легованих варізонних структур CdXHg1-XTe. Результати використовуються при
пошуку і розробці елементної бази приладів ІЧ фотоелектроніки.

2. The work is concerned with the study of mechanisms of diffusion and activation of acceptor impurity As or Sb in
variable band-gap structures of CdXHg1-XTe during the vapour-phase epitaxy or thermal annealing. Coefficients
of As diffusion in narrow-gap CdXHg1-XTe under the annealing temperatures higher than 500°С have been



calculated and their dependency on concentration has been determined. The possibility of diffusion of As into
CdXHg1-XTe by the way of creation of triple-ionised impurity complexes (AsHgVHg)/// is demonstrated.
Coordinate dependencies of As concentration in variable band-gap CdXHg1-XTe structures have been studied, and
it has been shown, that the shape of diffusion profiles of the impurity results from the existence of built-in
electrical field in these structures. Examples of creation of IR photo-voltaic detectors on the basis of doped
variable band-gap structures CdXHg1-XTe are given. Results are used in the search and elaboration of new devices
for IR- photoelectronics.
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